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内容概要

本书全面介绍了现代半导体集成电路的基础知识、分析与设计方法。
全书共分为5个部分，第一部分（第1~2章）为集成电路的基础知识，主要介绍各种集成器件的结构和
模型、集成电路的典型工艺。
第二部分（第3~5章）为双极集成电路，包括TTL、ECL及IIL逻辑门及逻辑扩展、双极差分放大器及双
极运放电路等。
第三部分（第6~8章）为CMOS数字集成电路，分为CMOS基本逻辑电路、CMOS数字子系统和现代半
导体存储器、第四部分（第9~13章）为CMOS模拟集成电路，包括基本模拟电路单元、运算放大器、
开关电容电器、数据转换器和锁相环。
第五部分（第14~16章）为半导体集成电路设计的共性知识，介绍了集成电路的版图设计、可靠性设
计、可测性设计和SOC的设计方法学、软硬件协同设计及仿真等。
每章后面都附有习题。
　　本书可作为大专院校微电子学、电子科学与技术、电子信息工程等本科专业的教材，也可供有关
专业的本科生，研究生和工程技术人员阅读参考。
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章节摘录

　　第1章　集成电路器件与模型　　1.1　PN结与二极管　　1.1.1　半导体与PN结　　导电能力介于
导体和绝缘体之间的物质称为半导体。
在半导体器件中最常用的是硅和锗两种材料，它们都是4价元素，在原子结构中最外层轨道上有4个价
电子。
物质的化学性质是由价电子决定的，导电性能也与价电子有关，其中纯净的半导体称为本征半导体。
半导体中存在两种载流子，即带负电荷的自由电子和带正电荷的空穴。
晶体中的共价键具有很强的结合力，在热力学零度（—273.16℃）时，价电子没有能力脱离共价键的
束缚，晶体中没有自由电子，半导体不能导电。
室温下，少数价电子因热激发而获得足够的能量，因而能脱离共价键的束缚成为自由电子，同时在原
来的共价键中留下一个空位，称为空穴。
　　如果这吋施加电场，电子将形成电子电流，空穴形成空穴电流。
虽然两种载流子的运动方向相反，但因它们所带的电荷极性也相反，所以两种电流的实际方向是相同
的，它们的和即是半导体中的电流。
本征半导体的导电能力很弱，但是掺人其他微量元素就会使其导电性能发生显著变化。
这些微量元素的原子称为杂质，掺人杂质的半导体称为杂质半导体，有N型和P型两类。

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<现代半导体集成电路>>

编辑推荐

　　《现代半导体集成电路》可作为大专院校微电子学、电子科学与技术、电子信息工程等本科专业
的教材，也可供有关专业的本科生，研究生和工程技术人员阅读参考。
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